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PRESENTATION

Les amplis QUALCOMM sont des modules extra its d'equipernents de localisation de
vehicules par satellites sur 14 Ghz . C'est grace it Chuck, WB61GP , du " San Diego
Microwave Group" , que ces modules sont disponibles aprix OM .

Nous avons prepare ce nurnero avec tous les articles que nous avons pu trouver
sur ces PA, directement recus de Chuck, ou extraits de " Microwaves Newsletter ".

De plus, Patrick, F1JGP (45) , nous a fait une description d'un ampli 10368 Mhz
utilisant un des transistors de ces modules, un MGFK30M4045 .

Le plus important pour la fin, les coordonnees de WB61GP :

CHUCK HOUGHTON
6345 Badger Lake,
SAN DIEGO,
California
92119, U.S.A.
Tel: 00-1-619-460-7266 (dom. )

00-1-619-574-2755 (pro.)
Attention au decalage horaire de -8H ttt

E-MAIL: clhough@aol.com

Prix des modules: PA =55 $ ( poids 0,75 Ib ) + port :

1 Ib =11,20 $
2Ib=16,96$
31b = 22,72 $

Et , bien sur, concernant les articles, la remarque habituelle :

Tous les droits d'auteurs au de reproduction reserves lors de la parutian de
ces articles, sant, bien sur, conserves, notre role n'est que de les diffuser plus
largement et de rnaniere plus ciblee , reunis dans un merne document.
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A one (1) watt 1O.36R GHz transceiver with a GAsFet front end

TRANSMIT & RECEIVE BOARDS

The transmit board consists of five (5) stages
of GAsFets with an MGF1302. MFG1423.
MGFK25.•md two (2) MGFK30 devices. After
mounting the transmit board in its original cut
down case. two (2) SMA connectors were added as
input and outputs with a 1-2 pf blocking capacitor
on the input. Ken. W1RIL(l(l) has developed a tune
up procedure for this hoard based upon the work of
the SDMG which removes the existing snowflake
tuning tabs and adds five new ones. With just a
signal source of -8 dBm and a microwave power
meter over ten (10) of these hoards have been
retuned here on the East Coast with over 1 watt
output on each. If a spectrum analyzer is available,
it would be nice to check the transmit board output
spectrum. Figure 3 presents a layout of this tune up
methodology developed by WlRIL. The existing
power supply' works :::.:.;;.~ with + 12V input and
+ lOY and -5V output, sequenced for both the

transmit and receive hoards operation. A simple
method of determining if the five GAsFet devices
are operating prior to any board modifications is to
measure the voltage drop across each of the bias
resistor stages. Nominal measured values
(dependent on stage gain) are as follows with an
input voltage 0[9.92 on the drain and -5.01 on the
gate:

DEVICE VG Vo CURRENT"",

MGF1302 -0.26 3.14 14.4
MGF1423 -D.982 3.48 21.5
MGFK25 -1.17 8.00 165.7
MGFIGO -1.63 8.09 375.8
MGFK30 -0.982 8.02 463.4

Total current draw was 1.1A with +30.5 dBm
output and -9.2dBm input (saturation point) Oil

10.368 GHz. Below 10 GHz the gain dropped
drastically and above 10.368 GHz gain dropped
slightly and then rose again slight!y u:, tol 0.5
GHz. Some additional tuning may still be required.
Each stage contains an active bias network
regulating its operation.

V1RIL 2/6/9"1 - l'!odi'tication 01: Que.lcon:&l1 Onm1trac FA board tor
10 Ghz operation.

A

B
2
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A: Board traces as stripped prior to tuning. -15dba in equals
+5 t.o +10db.. out. 10 volt OC buss current ~ 1 ~D:

B: Board traces after tuning. Shaded tab~ ~ere added and tuned
in t.he sequence ShOVD. Re~ult~ very ~liqhtly ~rom board
to board uich the tollauin~ 3 as typical.
-lOdbm input. - 3D.edam (1.2V) out.
-9.6dbm input = 31.4dbm (1.38~) out.
-14.5 dbm input - 31.4db~ out (1.38V) out.

e ar~ coupling caps. Added input cap 2pt
o are devices.



USING THE allALCOMM OMNITRACS 1 WATT AMPLIFIERS
ON 10GHz

by Sam Jewell, G4DOK

Masthead box

EDITORS' NOTE: Sam recently acquired a number of these 14GHz GaAsFET PA's hom the Stales and the
'grapevine' soon heald of them so that they had all been sold by the time thl, Issue of the Newsletter
went 10 prinll Sam was going 10 advertlse them in lhl. issul bul WI ne....rthelus wish to sh.rl with you
his ideu for their appliCalion. The ideas may be applicable to other eQuipment. The Qualcomm modules
w,tt provide up to approximately 1.3 wattt output for only'7 to -1QdBm input, They "e a live stage PA
gi...ing high gain both on transmit and receive. Those of you who hav e one will already h....e lhe

modification details.

Transte, relay

Connec:lorized mixer

2 x Stop cap fillel

2mlF

.

, .lO224MHz

WD~

C>2556MHz
DD!<.OO4 I

lW PM.NA

Fig 1 1W 10GHz transverter

PA and Ifansler relay as abOve

A G4DDKOO4 provides + IOdBmat 2556MHz. This is followed by a G3WDGOOI
multiplier 10 I0224MHz. The attenuated local oscillator output from the G3WDGOOI
then feeds a connecrorised IOGHzmixer [11.

The mixer is followed by I or 2 'pipe stop cap' filters at 10368MHl. If a transfer relay
is available then the amplifier can be connected as shown in figure 1. Here the amplifier
amplifies the ·lldBm mixer/filter output up to about IW. On receive the amplifier is
'turned round' and operates as a low noise. high gain preamp. [ measured the noise
figure of my own modified PA and it measured 2.8dB. This could be improved upon if
the amplifier were modified for nf and nOI gain as mine W;I.\. Alternatively. the PA
could be preceded by a HEMT p~amp. This would give uddiuonal gain on Iransmil to
make up for poor modifications as well ;1.\ a lower rx noise figure.

If a rrcnster relay is not avcilable then a conventional changeo...er relay could be used 10

select between the PA on "and a 5eparal~ receive amphfier on receive. A 3 stage LNB
amplifier would be expected 10 give about 30dB gain and a nf as low as IdB al
IO.l6SMHz. If a resistive splitter were used at the filter output. then only the antenna
changeover relay would be required.

Although these amplifiers can be used to enhance the DX potential of a 'standard'
G3WDG, DB6NT or DCODA transverter, it is also possible !O use the high gain
amplifier as the basis of a low cost transvener. See figure I.

The high gain of the pa and/or LNB ampliflers suggests another use. See figure 2.

/;l,ltly III"' huvr I'lohlrllil Irrtlill~ dl,h 11111I'111111" Il1<1l1l11rllllll Irlnn'l'lt' Ill"'" W,II'r
guidu is usuully ruled out because IJf the need III telescope the feed nndelhplll'al wave
guide (where available) can be difficult to rotate. If coax. is used it is usually 100 lossy,

Why not mount the trnnsverter in the shack. run lour conx 10 Q masthead box and
mount the PA and transfer relay there" TIle high guin uf the PA \Viii allow you t" have
up III )()dll of coax loss if your PA ha.\ a sensllivit)' of ·IWBm for IW outl'UIand rhc
trunsvener runs IOOmW output. Thai is equivalent 10 having about 16mof RGll.! in
line al \OOllz. or 70m of FSJ4·.~OI The iransverter can remain warm and stable in the
shuck. ready fllr portable use at short nonce and the PNpreamp can remain auucheu In
the must for quick home starion use on yuur return. Thanks 10 Freddv, ON6lJG fllr
useful discussions on Ihis upprouch. I hope yours is working well now Freddy'

Dcuuls of the amplifier modification.1 have been published in the ARRL .\licrm",,·c
Update 19"14 in the article UP.UP &AWAY TO IOGHz,OR. IlJGHzSEMI·
COMMERCIAL STYLE by Bruce Wood, N211V.

Tlu-seamplificr, have been made a\'aibhlc hv G.JFREJ\\'CDI afla '0 man)' "I 'Oil

rcqucvtedthem .urcr ,eclng Ill" amphl;!."r at the rcccru i\1artlcshalll :'lhcII"';JW I{",mli
T;II,le. Dave kindlv neuouatcd a de:1I un our hchall" ",Ih Chuck. \\',\I1IC,1' "I 'h,' S;L11
f)11.'l:1I r-.lll'ro\\ :I\~'('HI~IP
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tF -----l lOG lransverter0\
<,
~

(j)

"0
>
C)
rn

en
"0
rno
~

:I::
-<
;¥l
;:tI

~

~
>-
ho
$:
$:

-~- ""'5~";,, ,~



""'~'~.~'~ ..< c' \m'.'i,'i;"~""'<"i,%·-iit"""\!W''AAfJl': ',"',.:'@"-".u'~ *,"'.''''jlW/;iJ':;;;rr\i """ ";""-".€_i'!'; "aUi,;' " -,1" -F'~-' , ",. ~'O<,"" -I'd "':.;:: H,','.~,;";,~:,,,~·"ic,;.:,':;';;';idi.:~,.'_

Power conditioner for the Qua/com 10 GHz
One Watt PA modules by G4JNT

rtl~S'3 modules raqurrs + 10V and ·5 volt supplies and strong warnings about.,the dangers 0' .

applying the IOV supply without the ·5V present are given in the instructions· some form 01
interlock is required. This power conditioner uses a low dropout 1.5 Amp regulator (pin
compatrble with the LMJ17 umtlto allow the IOV to be taken Irom a battery supply which
could drop 10 below 11V at the end 01 a day's contesting. The usual ICl7660 supplies lhe
r"Jy"hvA 11111 011(1 I~ dnven lrorn us own sep/Hate ~5V rnil derived rrom lhfl 11V input. This
allows the high current to be switched on transmit. whilst retaining the gate bias supply. An
Interlock formed by TR1 prevents the + lOV supply from appearing should the -5V lail.

A surface mount PCB layout. small enough to fit in the milled section on the rear 01 the
Oualcorn heatsink is shown in figure 2. Note that the PCB is designed lor the surface mount
version 01 the 78L05 regulator (I had some that needed using up) but the wire ended version
can be easily installed in its place. The SOT resistor is adjusted for a Vout as near 85 possible
to lOV . mine ended up at 51c!. An insulating kit is needed on the LT1086 as the
heatsink tab is connected to the output pin.
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FUGP
PATRICK FOUQUEAU

REALISATION D'UN PA DE lW SUR 3CM

I INTRODUCTION:
Le transistor utilise est du type MITSUBISHI MGFK30M4045 que "on recupere sur les platines d'origine
QUALCOMM disponibles aux US pour un qsj OM (voir I'adresse dans HYPER).
Ces modules disposent de 2 transistors MGFK30M4045 (I W 14 a 14.5GHZ) d'un transistor MGFK25M4045
(300mW 14 a 145GHZ) et de deux autres transistors bas niveaux.

2 PRECAUTIONS LORS DE LA MANIPULATION DES TRANSISTORS GaAS FETs:
Ne jamais perdre de vue que les transistors GaAS FETs sont fragiles al'elecrricite statique, une mauvaise
manipulation peut enrrainer leur destruction.
Precautions elementaires:
_Avant toute soudure, debranchez systematiquement votre fer asouder et dechargez la panne en la mettant en
contact avec la masse de votre montage.
_Eviter de toucher les pattes de porte et de drain avec les doigts.Si vous desirez reduire la longueur de ces pattes
utiliser irnperativernent une petite pince coupante isolee,

3 DEMONTAGE DES TRANSISTORS DE LA PLATINEQUALCOMM:
Utiliser un fer asouder de l'ordre de 60W afin de conserver une temperature pendant plusieurs dizaines de •
secondes apres l'avoir debranche,
Souder un fiI de faible section entre la piste sur laquelle est soudee la porte et la masse du montage.
Ce fil a pour but de forcer Ie potentiel de la porte acelui de la source afin de proteger Ie transistor.
Faire de meme sur Ie drain.
Dessouder les pattes du transistor a l'aide d'une tresse adessouder pour enlever la soudure puis degager les
pattes de la piste 500rnn en glissant une lame de cutter entre Ie circuit et la patte (en prenant garde de ne pas la
couperj.Devisser les deux vis de source qui maintiennent le transistor sur Ie, refroidisseur.

\

4 DESCRIPTION DU SCHEMA DE PRINCIPE:
L'alirnentationdu transistor est regulee a8.5Y aI'aide d'un regulateur LM317, la tension negative necessaire ala
polarisation de porte est realisee aI'aide d'un convertisseur de tension ICL7660 alimente en 5V par un regulateur
78L05. Un dispositif de protection constitue d'un transistor, d'une diode zener, et d'une resistance protege Ie
transistor GaAS FETs en cas de disparition de la tension negative.
Une resistance ajustable permet Ie reglage du courant de repos du GaAS FET.
Une sonde de detection delivre une tension continue proportionnelle a la puissance de sortie.

I"
i,
i

f:
!"

5 PERFORMANCES OBTENUES:
PUISSANCE DE SORTIE:
PUISSANCE DE SORTIE:
TENSION D'ALIMENTATION:
COURANT CONSOMME:

I W pour une puissance d'entree de 200mW (gain: 7db)
1.1W pour une puissance d'entree de 250mW (saturation)
12 a 15V
500 a700m~

6 MONTAGE MECANIQUE:
Les performances obtenues dependent essentiellement du soin apporte lors du montage.

HYPER SPECIAL IW QUALCOMM PAGE 8/1~



L'ampli est monte dans un boitier schubert de dimension 74"'55*30.

PRESENTATION DU PA

Les prises d'entree et de sortie sont des SMA chassis soudees directement sur le bottler.

7 PREPARATION DU CIRCUIT TEFLON:
_Decouper le circuit aux dimensions interieures du bollier.
_Decouper l'emprunte du regulateur.
_Decouper I'emprunte du GaAS FETs exactement aux dimensions afin que les pattes de porte et de drain
scient soudees au plus court sur les lignes 50ahm..

Percer les trous de fixation de diametre 2.5mm pour la fixation du radiateur sur le plan de masse du circuit.
=Ebavurer ces trous a I'aide d'un cutter afin que Ie radiateur soit parfaitement en contact avec Ieplan de
masse du circuit.

8 PREPARATION DU RADlATEUR:
Decouper un radiateur d'aluminium d'une epaisseur de 4 a5mm et de dimensions legerement inferieures

au circuit teflon afin de permettre la soudure de ce dernier dans le\boitier.
_Centrer ce radiateur sur Ie circuit teflon et contrepercer les trousde fixations aI'aide d'un foret de 2mm.

Tarauder ces trous avec un taraud de 2.5mrn.
_Ebavurer les trous al'aide d'un foret de 6mm.

Percer les trous de fixation du transistor a l.5mm
- Percer les trous de fixation du regulateur a2.5mm puis tarauder a3mm.

9 PREPARATION DU BOITIER:
_Pointer et percer a4mm les trous de passage des prises SMA.

ATTENTION:LE COTE PISTE DU CIRCUIT DOlT ETRE IMPLANTE A llmm DU COUVERCLE
SUPERIEUR DU BOITIER.

_Pointer et percer les trous de passage des deux by-pass.
~Souder les prises SMA en prenant soin de bien les centrer.

to SOUDURE DU CIRCUIT DANS LE BOITIER:
_Assembler les deux parois laterales du boitier,
~Presenter Ie circuit teflon dans Ie boitier, Ie p1aquer contre les pinoches des fiches SMA et souder ces
dernieres apres setre assure de la position horizontale du circuit.

HYPER SPECIAL I W QUALCOMM PAGE .9 / -1 ~
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_Souder Ie circuit dans Ie boitier sur tout Ie pourtour cote masse et cote pistes.

11 MONTAGE DU RADIATEUR:
_Monter le radiateur contre Ie plan de masse du circuit teflon en s'assurant qu'il soit bien plaque sur toute la

surface.
_L'application d'une peinture abase d'argent entre Ie radiateur et Ie plan de masse du circuit est
recommande autour du trou de passage du transistor.Ceci diminue la resistance entre la source du transistor
(semelle) et le plan de masse du circuit.

12 MONTAGE DES COMPOSANTS:
_Taus les composants sont montes cote piste, il n'existe aucun trou de passage de composants.Ia mise ala
masse est assuree par les vis de 2.5mm en laiton qui fixent Ie radiateur sur la face opposee,
Les pattes du circuit integre ICL7660 sont coupees au plus court afin de pennettre son plaquage contre Ie
circuit teflon.
Souder taus les cornposants sauf Ie GaAS FET.Ne pas oublier d'isoler la semelle du regulateur,

DETAILS DE CABLAGE

13 MISE SOUS TENSION:
_Verifier visuellement Ie cablage,
_Mettre sous tension et verifier la presence de la tension de 8.5V sur la resistance de lohm.
_Verifier la presence du -5V en sortie du circuit ICL7660.
_Verifier que la tension de polarisation varie de -5V aOV sur la ligne 50 ohm d'entree avec la variation de la
resistance ajustable.
_Deconnecter une extrernite de la diode zener et verifier que la tension en sortie du regulateur LM317 chute
a 1,2V.
_Ressouder la diode zener.
_RegIer la tension de polarisation aOV.

Mettre hors tension.

HYPER SPECIAL lW QUALCOMM PAGE -10/019
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14 MONTAGE DU GaAS FET:
_Enduire [a semelle du transistor de peinture aI'argent.

Fixer Ie transistor al'aide de 2 vis laiton de l.4mm
=Souder les pattes de porte et de drain apres avoir debranche Ie fer asouder.
_Positionner le curseur de la resistance ajustable du cote -5V avant la remise sous tension.

15 MISE SOUS TENSION:
_Charger I'entree et [a sortie sur des bouchons 50 ohm.
_Mettre sous tension apres avoir connecte un voltmetre aux barnes de la resistance de lohm afin de
controler Ie courant de drain du transistor.
_Diminuer la tension negative de la porte a ['aide de [a resistance ajustable jusqu'a ce que Ie courant de
drain augmentejusqu'au environ de 200mA.

16 REGLAGES HF:
En hyper frequence les adaptations sont effectuees en positionnant des stubs sur les !ignes 50 ohm d'entree sortie
afin d'adapter leur impedance acelie du transistor.
Ces stubs sent constitues de petits morceaux de feuillard de cuivre que je recupere personnellement dans des
chute de cable HI 00 (blindage).

_Le premiers reglage se fait aI'aide d'un stub de 5mm * 5mm que l'on positionne sur [a ligne de sortie afin
d'obtenir Ie maximum de puissance de sortie.
_Le deuxieme reglage se fait a['aide d'un stub de 5mm * 5mm que I'on positionne sur la ligne d'entree afin
d'obtenir Ie maximum de puissance de sortie.
_Un reglage fin sera effectue en utilisant la meme procedure mais en positionnant des stubs de dimensions
plus faibles.

Pour positionner les stubs, j'utilise un marceau d'epoxy d'une longueur de 12cm et de largeur 5mm depourvu de
cuivre et taille en biseau sur lequel j'applique un morceau de double face pour maintenir Ie stub.

17 PROCEDURE DE REGLAGE:
_Connecter l'exciteur sur l'entree (200 a250mW maxi).
_Connecter un wattmetre hyper en sortie.
_A defaut de wattmetre connecter une charge 500hm hyper (que l'on trouve facilement aux occasions des
differentes manifestations: Cl ...) pouvant supporter une puissance de IW, et utiliser la tension delivree par
la sonde HF qui donne une image relative de la puissance de sortie.
_Connecter Ie PA sur une alimentation delivrant une tension de 12V et de preference munie d'un reglage de
limitation d' intensite de I'on positionnera aI drain max / 1.5 soit environ 800InA. Cette precaution protege
Ie transistor en cas d'auto_oscillations qui pourraient apparaitre lars des reglages, Cela evite la fumee qui
engendrerait acoup sUr les larmes de I'OM.
_Positionner les stubs sur la ligne de sortie pour faire le maxi.
_Faire de meme pour la ligne d'entree,

ATTENTION:
Lorsque vous avec trouvez Ie max, ne bougez plus Ie stub, DEBRANCHEZ L'ALIM DU PA, ET
DEBRANCHEZ LE FER A SOUDER AVANT DE SOUDER LE STUB SUR LA PISTE.
II est possible qu'i1 soit necessaire de s'y reprendre it plusieurs fois. '\
Faire appel it YL au un OM en cas de problerne de « multitache ». "
Remettre sous tension et verifier que [a puissance obtenue n'a pas trop bougee si non enlever Ie stub et
recommencer.(Le positionnement du stub peut etre pointu).
Lorsque les reglages sont termines mettre Ie couvercle superieur et verifier qu'il ne n'influe pas trop sur la
puissance de sortie (correct si la cote de l lrnm entre Ie cote piste et Ie couvercle a ete respecteej.sinon iI sera
necessaire de coller de la mousse antistatique de 5mm d'epaisseur sur la partie interne du couvercle afin de
limiter les resonances parasites.

le peux vous fournir Ie circuit teflon argente pour un QSl OM de 135F port recommande et documents compris.
l'attendrai vos eventuelles commandes durant un delai de 4 semaines apres la parution de l'article pour effectuer
une commande de teflon presensibilise.
La livraison des platines dependra du delai d'approvisionnernent du teflon presensibilise.
Pour les renseignements techniques vous pouvez me joindre par courrier enjoignant une enveloppe timbree self
adressee:

PATRICK FOUQUEAU
1428 RUE DE LA MOTTE MOREAU
45470 TRA[NOU

au via packet FUGP@F6K10
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DETAIL DE MONTAGE
DU TRANSISTOR

DETAILS SUR LA
POSITION DES STUBS

18 LISTE DU MATERIEL:

N'JlRE
I
2
2
1
3
I
3
2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
1
16
2
2
1
1
I

·;l:>ESIGNAiflQNf~~,sf2C'1;'

Boitier SCHUBERT 14*55*30
Prise SMA Chassis
Condensateur BY-BASS InF
Condensateur tantal 10JlH
Condensateur I nF ceramique
Condensateur tantal 10JlH CMS
Condensateur 1nF CMS
Condensateur IpfCMS HYPER
Resistance 1.5K
Resistance 10K
Resistance 270 ohm
Resistance I ohm 1W
Resistance 470hm CMS
Resistance Ajustable 10K Horizontale
Regulateur LM317
Regulateur 78L05
Convertisseur ICL7660
I Transistor BC547
Diode zener 4.1V
Diode BATIS
Diode 1N4007
Vis laiton de 2.5mrn
Vis laiton de 1.4rnrn
Ecrou laiton de l.4mm
Kit d'isolation T0220
Transistor MGFK30M4D45
bouteille de peinture it largcnt

HQ dispo chez RS composants

PIHER

ou recupereede la platine QUALCOMM

voir rayons modelisme
voir rayons modelisme
voir rayons modelisrne

plarine QUALCOMM
voir rayons auto (utilisec pour rcparcr les
resistances de degivrage)
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• MITSUBISHI
....ELECTRIC

MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <GaAs FET>

MGFK25M4045
FOR MICROWAVE POWER AMPLIFIERS

INTERNALLY MATCHED

DESCRIPTION
The MGFK25M4045 is an internally impedance matched
GaAs power FET especially designed for use in 14.0 - 14.5
GHz·band amplifiers. The hermetically sealed metal-ceramic
package guarantees high rei iability. OUTLINE DRAWING U"':"'i1""""."l."""..1

11.0 e o.a (0.433 to.0121

-+.
cD

t----t------j, 0.5 ± O.15
. (f 1(0.020 ± 0.006

-r::-·I~=rl/:!D==r=~.........-... '"
_t"'I 0 -. 00
0000

'" - I

'"

APPLICATION
For use in 14.0- 14.5 Gl-lz-band amplifiers.

FEATURES
• Internally impedance matched
• Flip-chip mounted
• High output power

P'd8 z 0.3 W (TYP.) @ f ~ 14 - 14.5 GHz
• High linear power gain

GLP =8 dB (TYP.) @f: 14 - 14.5 GHz
• High power added efficiency

11-. =25% (TYP.) @f = 14 - 14.5 GHz, P'dB

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=2S'CI

Svmbol Pa.rameter Flal'i~l~ Unit

VOoo Galil' to drain voltage -14 V

11050 Gate to source vol1,aoe I' V

10 Ot~in CUtrenl 400 rnA

lOR fle-vefSoe gate C:vtren, -1.0 rnA

I a" FOfwafd ~Ie C\J t rent 2.0 rnA

P T TOlal power dissipation 3.7 W

TCh Channel terncerarv-e 115 'I:

Ts.g Storage temperature -55- + 1SO 'I:

R'h(Ch'C) Thermal resisteooe 40 'C/W

(0.362 t 0.008)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta =2S'C)

Llmin J
T~I (:ot'di1iom Unt's~, ~~t...

M,n Tvp Ma. 1
'oss Swlutined drain CulieN Vos-3V. Vas -OV 200 300 400 I ",A

t'VOS(ofO G.Iott 10 'IO\.jr-e::eCUt ,off V011i19t' VoS=3V. 'o='mA 1 V

g", T'8flKOoducldnce Vos=lV.lo-1S0rnA 70 100 1 rnS

P'41l
OuU)Ul power <II I dB g,iin 0.2 0.3 ! W
comOt~H>n

GLP Line.•n powee 9"11'1 Vos=8V. jo=lS0rnA. '=14.0-14.5GH< 7.0 8.0 I de

'1add PQW4W.Ktded el t-c.eocv 25 1 %
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TYPICAL CHARACTERISTICS (T.=2S·C)

po.I'IMld YO. Pin
(t = 14.3 GH:otI

0:
W
~

2
0:«
w
Z
:::;

8

14.0 14.' 14.2 14.3 14.4 14.5

VOS=8V
10=ISOmA-

l"oa

1
OLP

4

28

26

22

24

18

e-
m
:!?
m
~

Q.

0:

~
30 l(

...
~

::>
20 Q....

::>

" 0
10 'e...,.
0

20'0
O~O---:':--_~~__....J

30 1105=811
to=lS0 mA

e-
m
:!?

0 20...
0:
w
~

Ii?...
::>......
::>
0

INPUT POWER Pj.n (dBml
FREOUI;NCY f leHz)

1M) ¥s. Pin

40

30

e-
m 20;g
...0

10
0:
W
~ 00
Q.

I- -10::>... Vos::::::l8V
t-
::> -20 10=150mA0

,,=14.30GHz
-30 Iz=14.31GHz

-40
0 10 20 30

IN.PUT POWEA Pin Idam)

S PARAMETERS (Ta=2S·C. VOS=811, lo=150mA)

S ParalTlelef"$ ITVP 1
I

(OHz) 5" Sit SZl 5.,

Megn Angteldegl M,gl"l. An9letdeg.1 M"9 n , An9'erdeo.1 MaQn. Anol.l4eg I

14.0 0.348 -146 0.088 -03 2.442 8 0.516 - 17

14.' 0.265 -158 0.097 -52 2.474 - 3 0.469 - 85

14.2 0.'99 -168 0.108 -58 2.503 -11 0,421 - 94

14.3 0.120 179 0.127 -66 2.586 -20 0.347 -101

14.4 0.064 122 0.132 -76 2.540 -29 0.283 -122

14.5 0.110 45 0.140 -85 2.50' -42 0.233 -144

Zo=SOQ

Vos~8V

la- 1SO mA
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• MITSUBISHI
~ELECTRIC

MITSUBISHI SEMICONDUCTOR <GaAs FET>

MGFK30M4045
FOR MICROWAVE POWER AMPLIFIERS

INTERNALLY MATCHED

1 (;A1E
1 SOURCt
3 DRAiN

OUTLINE DRAWING Om'm"'"n.,.".;,..,h''')

mA

rnA
--1------

mA

.. J. \.''':1.
i v

-r-~~-

DESCRIPTION
The MGFK30M4045 is an internally impedance-matched

GaAs power FET e~pecially designed for use in 14.0 - 14.5
GHz·band amplifiers. The hermetically sealed metal-ceramic
package guarantees high reliability.

SV"'b,,1 P.... ,;n .. ·l_ R"I"WJ~

~----!---_._- ~- -----_. ----_.-.:-------
vGO~_~i_G.h~~~~~~~ ~: -14

vc so ! G..U!")'Wl~.. "...,,"'lf<'Klt" I - 14
._----- j._-_.-._. ~...- .__.- ---.----_._-- -_._.~-
10 I Ori:lln (""t.IU""'fll : 12'00

~~". --or R......",!>'~.,.:,;-:;---~=-~---J--O-------t- ----
I GC I I-OI'w.-n19cfl" t:ullt<t'l j 6,0

. PT Tu'.',.,.... d',." .. ,,,,.. I T_5

Ten O'\o1ll1f~IIf':tIl~.aIU.'! I 175

APPLlCATlON
For use in 14.0 - 14.5 GHz-band amplifiers.

FEATURES
• Internally impedance matched

• Flip-chip mounted
• High output power

P'dB ; 1.1 W (TYP.) @ f = 14 - 14.5 GHz
• High linear power gain

G L P ; 7 _0 dB (TYP.) @ f = 14 - 14.5 GHz

• High power added efficiency

'1.dd " 24% (TYP.l @ f = 14 - 14.5 GHz. P'dB

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGSlTa=zS-C)

TSlg SIOI.:Jqe lenl~illufe 1·-55 - + 17S 'C

'C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T., ~2S C'

I
I
I
I

GlP

I
! -.-.------.,.-----1

Ii!.'e
I
~ '

f.'
I::
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